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Maska rentgenolitograficzna

I

Przedmiotem wynalazku jest maska rentgenolitografi¬
czna, stosowana zwłaszcza do powielania wzorów w
technologii układów elektronicznych o najwyższej skali
integracji i układów pamięci zcylindrycznymi domenami
magnetycznymi.

Znane maski rentgenolitograflczne zbudowane są z
elementu usztywniającego, do którego jest przymoco¬
wana błona nośna, a na błonie jest umieszczony wzór
maski. Błonę nośną stanowi płytka krzemowa, o gru¬
bości od 3j*m do około 6^m, albo folia syntetyczna.
Wzór maski jest wykonany z materiału o dobrej przy¬
czepności do materiałubłony nośnej oraz z warstwy silnie
absorbującej promieniowanie rentgenowskie, wykonanej
najczęściej ze złota.

Maski rentgenolitograflczne, wyposażone w krze¬
mowe błony nośne, są nieprzezroczyste dla światła
widzialnego, co utrudnia proces centrowania masek
metodami optycznymi. Ponadto krzern jest materiałem
kruchym, wymagającym stosowania unikalnej aparatury
technologicznej, w ceru wytworzenia błony nośnej maski.
Stosowanie błon nośnych z folii syntetycznych wiąże sięz
trudnościami zapewnienia żądanej płaskości i sztywności
błony. Poza tym, folie syntetyczne charakteryzują się
niestabilnością własności mechanicznych w czasie.

Istota wynalazkupolega na zastosowaniu błony nośnej
w postaci płytki z miki, korzystnie o grubości poniżej
10/im. W przypadku masek dla celów ekspozycji jedno¬
poziomowej, stosowanie elementu usztywniającego nie
jest konieczne.

Maska rentgenolitograficzna, wyposażona w błonę
nośną z miki, jest przezroczysta dla światła widzialnego,
a jednocześnie charakteryzuje się małym tłumieniem
miękkiego promieniowania rentgenowskiego oraz dużą
stabilnością powierzchniową wzoru maski. Błona z miki
umożliwia uzyskanie przepuszczalności użytecznego
promieniowania rentgenowskiego powyżej 40%.

Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykhdzie
wykonania na rysunku, który przedstawia maskę rentge¬
nolitograficzna dla celów ekspozycji wielopoziomowej,
w przekroju poprzecznym.

Maska według wynalazku składasicz usztywniającego
pierścienia 1, do którego jest przymocowana okrąg to
płytka 2 o grubości 5jim, wykonana z miki. Na mikowej
płytce 2 jest umieszczony wzór 3 maski, którego dolną
część stanowi warstwa z materiału o dobrej przyczep¬
ności do miki,o grubości lOjn.a górną część—warstwa
z materiału absorbującego promieniowanie rentgenow¬
skie o grubości 0,5 /im.

Zastrzeżenia patentowe

1. Maska rentgenolitograficzna. skbdająca sięz błony
nośnej, na której jest umieszczony wzór maski i ewentual¬
nie wyposażona welement usztywniający, do któregojest
przymocowana błona nośna, laa^ifia tym, że błonę
nośną stanowi płyta z miki.

2. Maska według zastrz. 1, naarieaaa tym, że płytka z
miki ma grubość poniżej lOjim.
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